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１．概要（Summary） 

本研究では、微細加工により、メタマテリアルと呼ばれ

る光に対して自然界の物質には無い振る舞いをする人工

的な光学物質を作製することを目的とする。具体的には、

高速高精度電子ビーム描画装置を用いて、100nm 程度

のレジストパターンを電子ビーム描画法で加工し、その上

に金属薄膜成膜及びリフトオフ法で金属微細構造を作製

する。特に光学特性評価には 10 mm角程度の大面積の

試料が必要不可欠であるため、大面積超高速電子線描

画装置を利用する。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 大面積超高速電子線描画装置  F7000S-KYT01 

【実験方法】 

 マーカーとマイクロメートルスケールの Al 金属パターン

（下地パターン）が予め作製された４インチシリコンウェハ

ー上に、厚み 150 nmの電子線描画レジスト ZEP-520A 

(日本ゼオン)を塗布した。その上に、ピッチ 300 nm - レ

ジスト残り幅 150 nmのラインアンドスペースパターンを描

画した。特に描画開始位置は下地パターンに対する位置

合わせを行なうことを試みた。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 Fig. 1 には、現像した後のレジストパターン走査電子顕

微鏡 (SEM)写真を示した。狙った通りのパターンのサイ

ズが得られた。一方、アライメントマーク位置が正確でなく、

下地パターンに対するm オーダの大きな位置合わせズ

レが生じた。現在はこの点を解消できるようにアライメント

マーク作製工程を改良し、ズレなく描画できている。 

 

 

Fig 1. SEM image of resist patterns after 

developing. 
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